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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Isolati nsstruktur far eine 
intcgricrtc Halbleiterschaltung nach dem Oberbegriff 
des Patentanspruches 1 und ein Vcrfahrcn zur Herstel* 5 
lung einer derartigcn isolationsstruktur fiir cine inte- 
giierte Halbleiterschaltung. 

Eine Isolationsstruktur fflr eine integrierte Halbleiter- 
schaltung nach dem Oberbegriff des Patentanspru- 
ches 1 ist aus Leblanc, A.R.: One- Device-Storage Cell jo 
Method, IBM Technical Disclosure Bulletin, Band 16, 
Nr. 3, August 1973, Seiten 956 bis 957 bekannt Bei die- 
ser Isolationsstruktur werden die zweiten Stcrstellenbe- 
reiche durch lonenimplantation gebildet wobei die lo- 
nen an der Stelle, an der Source/ Drain- Bereiche zu oil- 15 
den sind, in das Substrat eindringen. Diese zweiten Stdr- 
stellenbereiche haben daher den Vorteil, da3 sie nicht 
die Source/Drain-Bereiche beeinflussen. Auf der ande- 
ren Seite kdnnen sie aber auch nichts zur Isolation von 
Halbleiterbauelementen, insbesondere von Feldeffekt- 20 
transistoren beitragen. 

Die Fig. 3A — 3F zeigen Querschnitte der Prozesse 
zur Bildung eines Isolierbereichs unter Verwendung 
herkdmmlicher selektiver Oxidation. 

Wie in Fig. 3A gezeigt ist, wird ein Si02-Film 22 mit 25 
einer Dicke von etwa 50 nm durch thermische Oxida- 
tion auf einem Siliziumsubstrat 21 gebildet Der 
Si02-Film wird durch CVD (Chemical Vapour Deposi- 
tion « chemische Dampfabscheidung) mit einem 
Si3N4-Film 23 bedeckt der eine Dicke von etwa 300 nm 30 
aufweisen soil 

Wie in Fig. 3B dargestellt ist, wird auf dem Si3N4-Film 

23 eine Photolackschicht gebildet. Dieser Photolack- 
schicht wird ein Muster aufgeprstgt, um das Photolack- 
muster 24 zu schaffen. 35 

Wie in Fig. 3C gezeigt ist, wird der Si3N4-Film unter 
Verwendung des Photolackmusters 24 als Maske geatzt, 
um ein Si3N4-Muster 23a zu bilden. AnschlieBend wer- 
den das Si3N4-Filmmuster 23 und das Photo! ackmuster 

24 bei einer lonenbestrahlung als Maske benutzt, um 40 
einen Storstellenbereich 26 in einer Oberflachenschicht 
des Siliziumsubstrats 21 zu bilden. 1st das Substrat 21 
vom p~-Leitffihigkeit$typ, so werden bei diesem ProzeB 
ublicherweise Borionen mit einer Dosisrate von 
l-10 13 cm" 2 bei einem Beschleunigungsspannungsbe- 45 
retch von 20 bis 30ke V injiziert. 

Wie in Fig. 3D dargestellt ist, wird das Photolackmu- 
ster24entfernt. 

Wie in Fig. 3E gezeigt ist, wird das Siliziumsubstrat 21 
unter Verwendung des Si3N4-Filmmusters 23a als Mas- 50 
ke thermisch selektiv oxidiert, um einen Feldoxidfilm 
22a mit einer Dicke von etwa 5000 A zu schaffen. Bei 
diesem ProzeB wird Sauerstoff durch Diffusion auch 
lateral von einem Ende der Offnung im Si3N4-Film 23a 
zugefuhrt, so dafl ein Vogelschnabel 22b gebildet wird, 55 
der sich lateral ungefahr 03-0^um vom Feldoxidfilm 
22a aus erstreckt. Wahrend der selektiven Oxidation 
diffundiert der Storstellenbereich 26 nicht nur in Tiefen- 
richtung, sondern auch in lateraler Richtung, wie das 
durch die Pfeile 27 dargestellt ist, um einen Kanalstop- 60 
per 26a zu bilden, der sich lateral etwa 0»2um unterhalb 
der Kante des Vogelschnabels 22b erstreckt 

Um die Aktivierung eines parasitaren MOS-Transi- 
stors (Metall-Oxid-Halbleiter-Transistors) wahrend der 
Bildung einer (nicht dargestellten) Leiterbahh auf dem 65 
Feldoxidfilm 22a zu verhindern, soil der Feldoxidfilm 
22a eine moglichst groBe Dicke aufweisen. Der Feld- 
oxidfilm 22a erhdht jedoch die Breite des Vogelschna- 
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bels 22b. In einem Halbleiter-lC mit einer Versorgungs- 
spannung von 5 V wird der Feldoxidfilm 22a Ublicher- 
weise mit einer Dicke von etwa 5000 A gebildet, um eine 
exzessive Erweiterung des Vogelschnabels 22b zu ver- 
meiden und die Schwellenspannung des parasitaren 
MOS-Transistors auf einen Wert von 10 V oder mehr 
einzustellen. 

Wie in Fig. 3F gezeigt ist, wird das Si3N4-Filmmuster 
23a entfernt. AnschlieBend werden lonen unter Ver- 
wendung der Feldoxidfilme 22a und 22b als Maske inji- 
ziert wie durch die Pfeile 28 dargestellt ist um Source- 
/Drain-Bereiche 29 von z. B. dem FET(Feldeffekttransi- 
stor) zu schaffen. 

Um die Aktivierung des parasitaren MOS-Transistors 
zu verhindern. ist im Kanalstopper 26a eine hone Stor- 
stellenkonzentration giinstig. Eine exzessiv hone Stor- 
stellenkonzentration im Kanalstopper 26a reduziert je- 
doch die Obergangsdurchbruchspannung der Source- 
/Drain-Bereiche 29, die mit dem Kanalstopper 26a in 
Kontakt steheri. Daher werden die Borionen 25 mit ei- 
ner Dosisrate von etwa 1 • 10 !3 cm~ 2 injiziert wie unter 
Bezugnahme auf die Fig. 3C bereits beschrieben wor- 
den ist 

In Fig. 4A ist eine Draufsicht auf ein Beispiel eines 
Speicherzellenfeldes gezeigt das einen Feldoxidfilm 
enthalt der mittels der selektiven Oxidation gebildet 
worden ist In der oberen Haifte der Fig. 4 A sind zur 
Vereinfachung keine Bitleitungen BL dargestellt 
Fig. 4C zeigt einen vergrGflerten Querschnitt entlang 
der Achse 4C-4C in Fig. 4A. 

Wie aus den Fig. 4A und 4C ersichtlich ist weist jeder 
langgestreckte Halbleiterschaltkreis-Elementbereich 30 
drei Source-/Drain-Bereiche 9 auf, die in seiner Langs- 
richtung angeordnet sind. Die drei Source-/Drain-Berei- 
che 9 bilden ein Paar von FETs, und der mittlere Source- 
/Drain-Bereich 9 wird von den zwei FETs gemeinsam 
benutzt und ist uber ein Kontaktloch 31 mit der Bitlei- 
tung BL verbunden. Jeder FET wird durch eine entspre- 
chende Wortleitung WL selektiv durchgeschaltet oder 
gesperrt. 

In den Halbleiterelementbereichen 30, die vom Feld- 
oxidfilm 22a umgeben sind. erstrecken sich die Vo- 
gelschnabel 22b mit Breiten von etwa 0,3nm entlang von 
deren Randern, wodurch die effektiven Breiten der 
Halbleiterelementbereiche 30 reduziert werden. 

Nun wird Bezug auf die Fig. 4B genommen, die einen 
vergrfi&erten Querschnitt entlang der Achse 4B— 4B 
der Fig.4A darstellt Auf dem Si-Substrat 21 ist der 
Feldoxidfilm 22a gebildet und die Vogelschnabel 22b 
mit einer Breite von etwa 03fim erstrecken sich in den 
Halbleiterelementbereich 30. Der Kanalstopper 26a, der 
im Si-Substrat gebildet ist und sich in Kontakt mit den 
Bodenflachen der Si02*Fi!me 22a und 22b befindet, er- 
streckt sich in der Breite ungefahr 0,2um unterhalb der 
Kante des Vogelschnabels 22b in den Halbleiterele- 
mentbereich 30 hinetn. Zwischen den einander gegen- 
uberliegenden Kanten der Vogelschnabel 22b ist auf 
dem Si-Substrat 21 ein Gate-lsolierfilm 32 gebildet Auf 
dem Gate-lsolierfilm 32 ist eine Wortleitung WL ge- 
schaffen. 

Wie aus den Fig. 4A und 4B ersichtlich ist wird der 
Halbleiterelementbereich 30 nicht ganz mit dem Vo- 
gelschnabel 22b bedeckt wenn der Halbleiterelement- 
bereich 30 eine Breite von lu.m oder mehr aufweist und 
der Kanalstopper 26a erstreckt sich nicht in die gesamte 
FlSche des Halbleiterelementbereichs 30. Das bedeutet, 
daB ein Bereich oder eine Flache zum Bilden eines FET 
im Kanalstopper 26a und des Vogelschnabels 22a ubrig- 
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bleibt, die sich vom Rand des Halbleiterelementbereichs 
30 nach innen erstreckt, wenn der Halbleitereiementbc- 
reich 30 eine Breite von 1 ujn der mchr besitzt 

Wird jedoch die Breite des Halbleiterelementbereichs 
30 etwa 1 jim kleiri, so wird auch der effektive Bereich 
zom Bild en de s FET schmaJer, wodurch sich der Strom- 
wert des FET reduziert und der Kontaktwiderstand des 
Kontaktlochs 31 ansteigt Das fuhrt zu einer Ver- 
schlechterung der Leistungsfahigkeit des Halbleiter-IC 
Genauer gesagt tritt in einem kleinen FET mit einem 
Kanal von weniger als ljun durch das Eindringen des 
Kanalstoppers 26a in die Source-/Drain-Bereiche ein 
sogenannter Kurzkanaleffekt auf, bei dem die Schwel- 
lenspannung schwankt 

Ferner streckt sich im Halbleiterelementbereich 30 
mit einer Breite von weniger als 1 u.m der Kanalstopper 
26 Uber den Halbleiterelementbereich 30, wodurch die 
Bildung des FET schwierig wird. Wird die Breite des 
Halbleiterelementbereichs 30 auf weniger als 0,6 urn re- 
duziert, so wird daruber hinaus der Halbleiterelement- 
bereich 30 vollkommen mit dem Vogelschnabel 22b be- 
deckt wodurch die Bildung des FET unmdglich ist. 

In Fig* 5 ist die gleichzeitige Bildung einer Kanalstop- 
perschicht und einer Durchgriff-Verhinderungsschicht 
durch Ionenimplantation mittels eines Feldoxidfilmmu- 
sters emsprechend dem Stand der Technik dargestellt 
Beispielsweise werden Borionen 35 mit einer Beschleu- 
nigungsenergie von 200 keV durch ein Feldoxidfilmmu- 
ster 22a, 22b mit einer Dicke von 5000 A implantiert 
Damit werden gleichzeitig eine Kanalstopperschicht 
36a und eine Durchgriff-Verhinderungsschicht 36b ge- 
bildet 

Das Feldoxidfilmmuster weist jedoch einen Vogelsch- 
nabel 22b auf, dessen Dicke allm&hiich abnimmt. Damit 
wird zwischen der Kanalstopperschicht 36a und der 
Durchgriff-Verhinderungsschicht 36b eine Obergangs- 
stdrstellenschicht 36c gebildet Wahrend einer WSrme- 
behandlung in einer spateren Stufe kann sich die Ober- 
gangsstdrstellenschicht 36c in unvorhersehbarer Weise 
durch Diffusion in den Halbleiterelementbereich aus- 
breitcn, der dem Feldoxidfilm 22a, 22b benachbart ist 

Aus Wang, W.: Sidewall-Defined Self* Aligned Reach- 
Up Isolation, IBM Technical Disclosure Bulletin, Band 
27, Nr. 3, August 1984, Seiten 1470 bis 1471 ist es noch 
bekannt auf den Seitenwanden von Trennisolierfilmen, 
die zum Trennen von Halbleiterelementbereichen die- 
nen, Seitenwandisolierfilme zur selbstjustierenden Er- 
zeugung von Stdrstellenbereichen anzubringen. 

Aus der EP 03 17 257 A2 ist es bekannt, eine durch 
Ionenimplantation erzeugte p + -Schicht unterhalb eines 
Feldeffekttransistors anzuordnen, die als Ladungsbar- 
riereschicht fur durch Alpha-Teilchen erzeugte Elektro- 
nen-Loch-Paare dient 

SchlieBlich ist es aus der US 46 44 386 bekannt, eine 
durch Ionenimplantation erzeugte p + -Schicht vorzuse- 
hen, die einen Durchgriff bet einem Feldeffekttransistor 
verhindert Diese p + -Schicht ist unterhalb des Feldef- 
fekttransistors angeordnet Die Halbleiterbauelemente 
werden durch Trennisolierfilme mit sogenannten "Vo- 
gelschnabeln" voneinander getrennt. Dabei verhindem 
die "VogelschnftbeP eine weitergehende Miniaturisie- 
rung der Halbleitereinrichtung im Sub-Mikrometerbe- 
reich. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei- 
ne Isolationsstruktur for eine integrierte Halbleiter- 
schaltung der eingangs beschriebenen Art vorzusehen. 
die eine weitergehende Miniaturisierung durch eine ver- 
besserte Isolation der Halbleiterbauelemente voneinan- 



der erm6glicht. Es ist ebenfalls Aufgabe der Erfindung, 
ein Herstellungsverfahren fiir eine derartige Isolations- 
struktur anzugeben. 

Diese Aufgabe wird gelost durch eine Isolationsstruk- 
5 tur fOr eine integrierte Halbleiterschaltung der eingangs 
beschriebenen Art, die durch die Merkmale des Patent- 
anspruches 1 gekennzeichnet ist 

Bevorzugte Ausgestaltungen der Isolationsstruktur 
ergeben sich aus den zugehdrigen Unteranspriichen. 
io Weiterhin wird die Aufgabe gelost durch ein Verfah- 
ren zur Herstellung einer Isolationsstruktur fiir eine in- 
tegrierte Halbleiterschaltung, das die Merkmale des Pa- 
tentanspruches 9 aufweist Bevorzugte Ausgestaltungen 
des Verfahrens ergeben sich aus den zugehdrigen Un- 
15 teranspriichen. 

DaderTrennisolierfilm mit der im wesentlichen verii- 
kalen Seitenwand in Obereinstimmung mit der Erfin- 
dung mittels Photolithographic gebildet wird, werden 
die Halbleiterelementbereiche prazise festgelegt Da die 
20 Ionenimplantation durch den Trennisoiierfilm hindurch 
den ersten Storstellenbereich bildet, der als Kanalstop- 
per dient, konnen ferner die zweiten Storstellenberei- 
che, die als sogenannte Durchgriff- Verhinderungs- 
schicht dienen, gleichzeitig geschaffen werdea Da der 
25 Seitenwand-Isolierfilm durch anisotropes Atzen mit ei- 
ner Breite von etwa 0,1 um oder weniger gebildet wer- 
den kann, laflt sich daruber hinaus die Breite des Halb- 
leiterelementbereiches reduzieren. Da die Storstellen- 
schichten wie Source/Drain des FET durch lonenim- 
30 plantation gebildet werden, wobei nicht nur der Trenni- 
soiierfilm, sondern auch der Seitenwand-Isolierfilm als 
Maske benutzt werden, gibt es keine Oberlappung zwi- 
schen dem Source/ Drain -Bereich und dem Kanalstop- 
per. Entsprechend verschlechtert der Kanalstopper die 
35 Eigenschaften des FET nicht 

Es folgt die Beschreibung eines Ausfuhrungsbeispie- 
les anhand der Figuren. Von den Figuren zeigen: 

Fig. 1 A- IF Querschnitte des Verfahrens zur Her- 
stellung einer Isolationsstruktur nach einer Ausfiih- 
40 rungsform der Erfindung; 

Fig. 2A eine schematische Draufsicht, die ein Spei- 
cherzellenfeld mit einer Isolationsstruktur nach der Er- 
findung darstellt; 

Fig. 2B einen vergroBerten Querschnitt entlang der 
45 Achse2B-2BinFig. 2A; 

Fig. 2C einen vergrdBerten Querschnitt entlang der 
Achse2C-2C in Fig. 2A; 

Fig, 3A - 3F Querschnitte der Verfahren zur Herstel- 
lung eines Feldoxidfilms nach dem Stand der Technik; 
50 Fig.4A eine schematische Draufsicht die ein Spei- 
cherzellenfeld mit einem Feldoxidfilm nach dem Stand 
der Technik darstellt; 

Fig. 4B einen vergroBerten Querschnitt entlang der 
Achse 4B— 4B in Fig. 4A; 
55 Fig. 4C einen vergroBerten Querschnitt entlang der 
Achse 4C-4C in Fig. 4A; 

Fig. 5 einen Querschnitt der die gleichzeitige Bildung 
einer Kanalstopperschicht und einer Durchgriff-Verhin- 
derungsschicht durch Ionenimplantation nach dem 
60 Stand der Technik darstellt 

Wie in Fig. 1A gezeigl ist wird z. B. durch CVD ein 
erster Trennfilm 2 (z. B. Si02) mit einer Dicke von etwa 
400 nm auf einem Halbleitersubstrat 1 (z. B. Silizium) 
vom p~-Leitfahigkeitstyp abgeschiedea Auf den ersten 
65 Trennfilm 2 wird eine Photolackschicht 3 aufgebracht. 
Die Photolackschicht 3 wird Licht 4 ausgesetzt, das 
durch eine Photomaske hindurchtritt. 

Wie in Fig. IB dargestellt ist wird durch Entwicklung 
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der Photolackschicht 3 ein Photolackmuster 3a gebildet 
Das Photolackmuster 3a wird als Maske for eine aniso- 
tropc Atzung des ersten Trcnnfilms 2 benutzt w bei ein 
Trennisolierfilm 2a mit einer im wesentlichen vertikalen 
Wand gebildet wird. 

Wie in Fig. lc gezeigt ist werden z. B. Borionen 5 mit 
einer Dosisrate im Bereich von 1 • 10 12 - 1 • 10 u cm -2 ab- 
hangig von der Breite des Trennisolierfilms 2a etc. und 
bevorzugt mit 110 u cm~ 2 bei einer Beschleunigungs- 
energie im Bereich von H0-210keV und bevorzugter- 
weise lGOKeVimplantiert Ist die Beschleunigungsener* 
gie zu klein, so konnen die lonen nicht in den Trenniso- 
lierfilm 2a eindringen. Ist andcrerseits die Beschleuni- 
gungsenergie zu hoch, so wird die St6rstelIenkonzentra- 
tion unmittelbar unter dem Trennisolierfilm 2a nicht 
hoclt Nebenbei bemerkt kdnnen auch Aluminium- und 
Galliumionen anstelle der Borionen benutzt werden. Als 
Ergebnis der Ionenimplantation werden ein erster Stor- 
stellenbereich 6, der eine Dicke von etwa 200 nm besitzt 
und als Kanalstopper unter dem Trennisolierfilm 2a 
dient, und zweite Storstellenbereiche 7, die voneinander 
durch den Trennisolierfilm 2a getrennt sind und eine 
Dicke von etwa 200 nm aufweisen, in einer Tiefe von 
ungefahr 400 nm von der Oberflache des Halbleitersub- 
strats 1 entfernt gebildet. Die zweiten Storstellenberei- 
che 7 sollen den Durchgriff der FETs, die in einem nach- 
folgenden ProzeB in den Halbleiterelementbereichen 
gebildet werden, verhindern. 

Da in diesem Fall der Trennisolierfilm 2a eine gleich- 
mSBige Dicke von etwa 400 nm und vertikale Seiten- 
winde aufweist, wird keine unerwilnschte Obergangs- 
stdrstellenschicht wie in Fig. 5 dargestellt gebildet wie 
das aus Fig. 1 C ersichtlich ist 

Wie in Fig. ID gezeigt ist, wird z. B. durch CVD ein 
zweiter Trennfilm 8 (z. B. SiO?) mit einer Dicke im Be- 
reich von 100 nm bis 200 nm abgeschieden, um die 
Oberflachen des Trennisoliermusters 2a und des Halb- 
leitersubstrats 1 zu bedecken. Der zweite Trennfilm 8 
kann aus einem anderen Material als der Trennfilm 2a 
gebildet sein, 

Wie in Fig. 1 E dargestellt ist, wird mit dem zweiten 
Trennfilm 8 von oben ohne Maske ein anisotropes At- 
zen ausgefuhrt Damit bleibt ein Seitenwand-Isolierfilm 
8a auf der vertikalen Seitenwand des Trennfilms 2a 
ubrig. Die Breite des Seitenwand-Isolierfilms 8a hangt 
von der Dicke des zweiten Trennfilms 8 ab, und damit 
kann der Seitenwand-Isolierfilm 8a mit einer kleinen 
Breite von etwa 0,1 um geschaffen werden. So mit laBt 
sich der Seitenwand-Isolierfilm 8a prazise mit geringe- 
rer Breite als beim herkGmmlichen Vogelschnabel bil- 
den. 

Wie in Fig. 1 F gezeigt ist werden der Trennisolierfilm 
2a und der Seitenwand-Isolierfilm 8a als Maske benutzt 
und es werden z. B. Arsenionen 9a mit einer Dosisrate 
von 5*l0 15 cm~ 2 bei einer Energie von 50keV implan- 
tiert, um Source-/Drain-Bereiche 9 des FET zu bilden. 
Die so gebildeten Source-/Drain-Bereiche 9 sind vom 
fCanalstopperbereich 6 um die Distanz von etwa 0,1 um 
getrennt die der Breite des Seitenwand-Isolierfilms 8a 
entspricht 

Damit wird der FET nicht durch das Eindringen des 
Kanalstopperbereichs 6 in die Source-/Drain-Bereiche 
9 nachteilig beeinfluflt Entsprechend kann die Dosis der 
lonen im Kanalstopper 6 auf das Zehnfache der Dosis 
beim Stand der Technik erh&ht werden, wie im Zusam- 
menhang mit den Fig. 1C und 3F erwahnt wird. Es ist zu 
bemerken, daD die Dicke der Source-/Drain-Bereiche 9 
durch die Beschleunigungsenergie der lonen gesteuert 



werden kann und ublicherweise im Bereich von lOOnm 
bis 300 nm liegt. 

Nun wird auf die Fig. 2A Bezug genommen, die eine 
schematische Draufsicht auf ein Speicherzellenfeld mit 
5 einem erfindungsgemaBen Trennbereich darsteltt In 
der oberen Halfte der Fig. 2A sind zur Vereinfachung 
keine Bitleitungen BL gezeigt Fig. 2C zeigt einen ver- 
grdBerten Querschnitt entlang der Achse 2C— 2C der 
Fig. 2A. 

to Wie aus den Fig. 2A und 2C ersichtlich ist, weist jeder 
langgestreckte Halbleiterschaltkreis-Elementbereich 10 
drei Source-/Drain-Bereiche 9 auf, die in dessen Langs- 
richtung angeordnet sind Die drei Source-/Drain-Berei- 
che 9 bilden ein Paar von FETs, und der mittlere Source- 
is /Drain-Bereich 9 wird von diesen zwei FETs gemeinsam 
benutzt und ist uber ein Kontaktloch 11 mit der Bitlei- 
tung BLverbundea Jeder FET wird durch eine entspre- 
chende Wortleitung WL selektiv durchgeschaltet oder 
gesperrt. 

20 Der Seitenwand-Isolierfilm 8a mit einer Breite von 
etwa 0,1 um ist entlang des Randes des jeweiligen Halb- 
leiterelementbereichs 10 gebildet, der vom Trennisolier- 
film 2a umgeben ist Der Vogelschnabel 22b beim Stand 
der Technik besitzt die groBe Breite von etwa 

25 0,3— 0,5 jim und eine genaue Steuerung der Breite war 
schwierig. Dagegen kann die Breite des Seitenwand- Iso- 
lierfilms 8a genau gesteuert werden, um den Seiten- 
wand-Isolierfilm 8a mit der Dicke von hochstens 0,1 um 
zu bilden. Daher wird die effektive Breite des Halblei- 

30 terelementbereichs 10 durch den Seitenwand-Isolierfilm 
8a nur in geringem MaBe reduziert 

Nun wird auf die Fig. 2B Bezug genommen, die einen 
vergrflBerten Querschnitt entlang der Achse 2B— 2B 
der Fig. 2A darstellt Ein Trennisolierfilm 2a wird auf 

35 dem Halbleitersubstrat 1 und der Kanalstopper 6 unmit- 
telbar unter dem Trennisolierfilm 2a gebildet Die verti- 
kale Seitenwand des Trennisolierfilms 2a, der mittels 
Photolithographic und anisotropem Atzen exakt gebil- 
det worden ist, bestimmt den Halbleiterelementbereich 

40 10. in dem der Storstellenbereich 7 zur Verhinderung 
des Durchgriffs gebildet wird. Auf der vertikalen Seiten- 
wand des Trennisofierfilms 2a wird der Seitenwand-Iso- 
lierfilm 8a mit einer Dicke von etwa 0,1 um geschaffen. 
Zwischen den einander gegenuberliegenden Abschnit- 

45 ten der Seitenwand-Isolierfilme 8a wird auf der Oberfla- 
che des Halbleitersubstrats 1 ein Gate-lsolierfilm 12 ge- 
bildet Auf dem Gate-lsolierfilm 12 wird eine Wortlei- 
tung WL geschaffen. 
Obwohl bei der oben beschriebenen Ausfuhrungs- 

50 form der erste Trennfilm 2 mit einer Dicke von etwa 
400 nm durch CVD abgeschieden wird, kann er auch 
durch thermische Oxidation gebildet werden, Wird das 
Siliziumsubstrat oxidiert um einen Oxidfilm zu bilden, 
wird das Volumen des Oxidfilms wesentlich groBer als 

55 das des verbrauchten Siliziums. Beim Stand der Technik 
fflhrt das vor allem in der Nahe des Vogelschnabels zu 
einer Spannungskonzentration zwischen dem Silizium- 
substrat und dem durch LOCOS gebildeten Oxidfilm. 
Bei der vorliegenden Erfindung wird der thermische 

60 Oxidfilm dagegen auf der gesamten Oberflache des Sili- 
ziumsubstrats gebildet Damit ist die Spannungskonzen- 
tration zwischen dem Oxidfilm und dem Siliziumsub- 
strat wesentlich geringer als in der Nahe des Vogelsch- 
nabels. 

65 Da bei der vorliegenden Erfindung wie oben be- 
schrieben der Trennisolierfilm mit der im wesentlichen 
vertikalen Seitenwand mittels Photolithographic gebil- 
det wird, kann der Halbleiterelementbereich prazise 
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festgelegt werden. Da ferner der Stdrstellenbereich, der 
als Kanalstopper dient, durch lonenimplantation durch 
den Trennisolierfilm hindurch geschaffen wird kann der 
zweite Stdrstellenbereich, der als Durchgriff-Verhinde- 
rungsschicht dient, gleichzeitig gebildet werden, ohne 5 
daB eine ObergangsstOrstellenschicht auftritt Da der 
Seitenwand-Isolierfilm durch anisotropes Atzen exakt 
mit einer Breite von weniger als 0,1pm geschaffen wer- 
den kann, wird die Breite des Halbleiterelcmentbereichs 
reduziert Weil die Stdrstellenschicht wie z. B. Source/ 10 
Drain des FET durch lonenimplantation gebildet wird, 
wobei nicht nur der Trennisolierfilm, sondern auch der 
Seitenwand-Isolierfilm als Maske benutzt werden, gibt 
es darOber hinaus keine Oberlappung des Source- 
/Drain-Bereichs mit dem Kanalstopper. Damit ver- 15 
schlechtert der Kanalstopper die Eigenschaften des 
FET nicht 

Patentanspruche 

20 

1. Isolationsstruktur fQr eine integrierte Halbleiter- 
schaltung, aufweisend 

ein Halbleitersubstrat (1) mit einer Hauptoberfla- 
che, einen Trennisolierfilm (2a), der auf der Haupt- 
oberflache gebildet und strukturiert ist und im we- 25 
sentlichen vertikale Seitenwande besitzt, 
eine Mehrzahl von Halbleiterelementbereichen 
(10), in der Hauptoberflache, die von dem Trenniso- 
lierfilm (2a) umgeben sind, zum Bilden von Halblei- 
terschaltkreiselementen in ihnen, einen ersten St&r- 30 
stellenbereich (6), der im Substrat (1) unterhaib des 
Trennisolierfilms (2a) in einer vorbestimmten Tiefe 
in Bezug auf die Grenzflache. die zwischen dem 
Trennisolierfilm (2a) und dem Substrat (1) bestcht, 
durch lonenimplantation (5) gebildet ist, und 35 
zweite Stfirstellenbereiche (7), die in den Halblei- 
terelementbereichen (10) gleichzeitig mit dem er- 
sten Stfcrstellenbereich durch die lonenimplanta- 
tion (5) gebildet werden und sich in einer vorbe- 
stimmten Tiefe in Bezug auf die Hauptoberflache 40 
. be find en, 

dadurch gekennzeichnet, daO die zweiten Stor- 
stellenbereiche (7) raumlich derart angeordnet sind, 
daB ein Durchgriff von Feldeffekttransistoren, die 
in den Halbleiterelementbereichen (10) gebildet 45 
sind, verhindert ist, und daB an jede der vertikalen 
Seitenwande des Trennisolierfilms ein Seitenwand- 
Isolierfilm (8a) angrenzt. 

2. Isolationsstruktur nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Trennisolierfilm (2a) aus ei- 50 
ner ersten Oxidschicht und der Seitenwand-Isolier- 

. film (8a) aus einer zweiten Oxidschicht besteht 

3. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die erste Oxidschicht eine Dik- 
ke von etwa 400 nm aufweist 55 

4. Isolationsstruktur nach einem der Anspriiche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Einrichtung 
ferner dritte Stfirstellenbereiche (9) aufweist, die 
durch eine zweite lonenimplantation (9a) unter 
Verwendung des Trennisolierfilms (2a) und des Sei- 60 
tenwand-lsolierfilms (8a) als Maske gebildet sind 

5. Isolationsstruktur nach Anspruch 4 t dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die ersten und dritten Stttrstel- 
lenbereiche (6, 7) mit Stdrstellen desselben Typs 
gebildet sind 65 

6. Isolati nsstruktur nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die dritten Stdrstellenbereiche 
(9) als Source-/Drain-Bereiche der Feldeffekttran- 
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sistoren, die sich in den Halbleiterelementberei- 
chen (10) befinden, dienen. 

7. Isolationsstruktur nach einem der AnsprUche 4 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die zweiten 
Stdrstellenbereiche (9) mit einem Stdrstellentyp ge- 
bildet sind, der sich von dem der ersten und dritten 
Bereiche (6, 7) unterscheidet. 

8. Isolationsstruktur nach einem der Anspruche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die ersten Stdr- 
stellenbereiche (6) als Kanalstopper dienen. 

9. Verfahren zur Herstellung einer Isolationsstruk- 
tur, fflr eine integrierte Halbleiterschaltung mit den 
Verf ahrensschritten : 

Bilden eines ersten Trennfilms (2) auf der Haupt- 
oberflache eines Halbleitersubstrats(l), 
Mustern des ersten Trennfilms (2), urn einen Tren- 
nisolierfilm (2a) mit einer im wesentlichen vertika- 
len Seitenwand zu schaffen, 

Ausfiihren einer ganzflachigen lonenimplantation 
(5), wobei erste StGrstellenbereiche (6) im Substrat 
(1) unterhaib des Trennisolierfilms (2a) in einer vor- 
bestimmten Tiefe in Bezug auf die Grenzflache, die 
zwischen dem Trennisolierfilm (2a) und dem Sub- 
strat (1) besteht, entstehen und gleichzeitig in den 
Halbleiterelementbereichen (10), die vom Trenni* 
solierfilm (2a) umgeben sind, zweite Storstellenbe- 
reiche (7) in einer solchen Tiefe in Bezug auf die 
Hauptoberflache gebildet werden, daB ein Durch- 
griff von Feldeffekttransistoren, die sich in den 
halbleiterelementbereichen (10) befinden, verhin- 
dert wird 

ganzflachiges Aufbringen und anschlieBendes ani- 
sotropes Ruckatzen eines zweiten Trennfilms (8), 
wodurch ein an jede der vertikalen Seitenwande 
des Trennisolierfilms (2a) angrenzender Seiten- 
wand-Isolierfilm (8a) gebildet wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der erste Trennfilm (2) durch CVD 
abgeschieden wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der erste Trennfilm (2) durch Oxida- 
tion der gesamten Hauptoberflache des Substrats 
(1) gebildet wird 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis II, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Verfahren ferner 
den Schritt der Ausfuhrung einer zweiten lonenim- 
plantation (9a) unter Verwendung des Trennisolier- 
films (2a) und des Seitenwand-Isolierfilms (8a) zum 
Bilden von dritten Stdrstellenbereichen (9) auf- 
weist. 

13. Verfahren nach dem Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die dritten Storstellenbereiche 

(9) als Source-/Drain-Bereiche der Feldeffekttran- 
sistoren, die sich in Halbleiterelementbereichen 

(10) befinden, dienen. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die ersten Storstel- 
lenbereichs (6) als Kanalstopper dienen. 
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